3.1.301

O material tipo N posaui:

aocments neutrfas -

elactrdes am axcesgo

falta da wlectrdes e a ks

lacunas em excassc
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Nota: Por definiglo o material com sleotr¥es em excesasmo

3.1.3.2

diz-8e do tipo N. Demigna-as por N porque os slectries
tém carga negativa,

Quande o germdnio contém uma pequena porgdo de arsdnio

s)
b)

¢) contém mais lacunas livres

d)

origina material tipe P
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Notas— On 4dtomos de germinio ou da milicio t8m na sua dltima

camada § eleactrdes,

On dtomos de gdlio ou de fndio t3m na sua Gltima camada
3 electr3as,

— O3 Atomcs de fésforo, arsénic ou antimdnio tém na sva

Hltima camada 5 electrZen.

Se adicionarmos ao germidnio ou ac silfcio ftomos de gdlic
ou {ndic obtemos um semicondutor tipo P; mas se lhea adi-
clioharmos ftomca de fSaforo, de arsénio ou de antimdnio
obtemos um semicondutor dée tipo N,

Aos #tomos que B8 adicionam ac germinio ou ac silivic da-se
0 nome de impurezas,

As ippurezas adicionam-3s em propoergtes muito pequenas:

1 &tome de impureza para 100 milhfea de Atomos de germdnlo
ou de silicio.

- Um dos 5 slectrdes da impureza no asmicondutor tipo N liber-

ta=ga facilmente do seu Atomo & fica livre. -
Se aplicarms3 um certo vazlsr 22 tensi: contin.a as semy=on-
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